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Prtfungsantrag gem. S 44 PatG est getteltt 

Masfce und Verfahren zum Bellchton von flaxographbohen Ptattan 

© Die Erfindung bexiaht ileh auf aftte Maaka (S) turn 
~ "~ Betfehtan tiexogrephtober W«n»n, die Mbea dem MflJren 
Standandblld mft durohflnjgtn und unduroMSadgan Ptt- 
chen UohtmodJMerer (9) relettv zu dan rfurchl&nige n und 
undurchliealgan Mohan aufweist, urn dla Baflohtung der 
flaxographbohan Phtte (1) zu modffiiiafen, to daft Verzar- 
fungeeffefcte kompefttiart warden, die eufgrund von AnnaV 
' heningeeffeJcten odor eufgrvnd kbfoer tsolforter Strukturele- 
mante eatstahon konnen. Weharhln wW ein dlnbezfigli- 
chat Verfahren vorgeschlagan. 
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Beschreibung der Ri^ neben dem Strukturdement eine habere opti- 

RHm H^.^n^Jl"!--!. B , . 5 gen in N&he dcr isolicnen Stmtoureictnente umer Ver- 

scbwinden lift. Geschwim. Berdcbe auf dem Film Muld«n^ floSSSS fiS^£rf«2? 

das Polymer meht h&rtet und bei der Weiterverarbe - rekhe, fflr die eine Vereerruna^rrek^rfa^tK 
tuns [ weggewasehen odet entfernt wird Da* Gegenteil ist, mdder S^cB«TSSeffiSrS^ SEfSS 

groBen sehwarzen Fllche des Films. Dcr freie Punkt den in BcrSfdYr ISStara ^SSSdS 
wud «uch« ausrefchend belichtet Dieses Problem ist in zerrun iSSSSu SfSZtSkS^ 

S.nTJ 616 ^ e ^4 ndu, ^la«i«« Materials als AusfOhrungsbeispide tta 1Em S "eriea Xs« 

JSS^^L?^ ^ fcfchti y » ^aBhandderZei^ungn^ereriiuS^ 
Di^Vor^?t T ^ h™^^ *^ den - F^UinenQu^chmtteinarMaskedesSmdesder 
Dieser Vorgang ,rt zertnuibend und erfordeit eine er- Technik bdm Belichteu von Phcnopolymer-FlewCTa- 
fahrene Bedienperson, urn die kletnen. Eebtblockteren- phie-Platten- raoiopoiymcr hiexogra 

?f!^ 1 ^ B * nf ^ Obeneite der Hauptmaske anzu- Fig. 2 emeu Quersohnitt durch den Auffaau einer er- 
ordnen uad diese zumgeejgneten Punkt bei der Belicb- a raduagsgenflBenMaske- 

tU n^f , A C ,?f'Si^ jjw; a v tJ - • 31 «"»• Draufefcht der Masks, die eine AnnShe- 

_ Die Aufpbe der Erfindung besteht darin. eine ver- rungskorrekturdantallt; 

besserte Maske zu schaffen, urn in der Lage zu sein, die Fig. 3b eine Platte nach der AnnSherungskorrektur 
ganze flexographische Platte mlt einer eindgen Belicb- mil der in Rg. Sadazgewdlten mX™ 
^^^iff^r v. w r, , , - . 40 ^^DraufaicbtderMaake.diePixelpuaktedar. 

» J SELE a,£a flexo ^*Pj UBh « Druckplatte ait d- stellt. die zum Bewirken emer Uchtdimpfung verwen- 
ner noheren Auflosung ah derzeit mogiieb. geschaffen det werdea. 

W rw![A * i - , . . „ t We aus dem Vergleicb. der Fig. 1 und 2 ersichtiich, 

Diese Aufgabe wird durch eine Maske bzw. ein Ver- begteht eine Guographische DnSkpIatw fan wesS 
fairen znm Hemellen dner Maske gemlB den Merk- *s chen am einer Photop^eracWdbt 1. sowie get einer 

8 "» d ??f«w» 1 ^! ' Unteransprtchea zung wle die Schicht I lufweisen kann) und einer Trfi- 
Insbesondere wrd bierbei eine Maske nutdurchlissi. ger«cbicht3 fQr eine erhShte FormstabiiitfLDie Schicht 
SSJSirt!^^ Berettaai .rad Lichtoodifi- 3 ist lypischerwebe ein Polymermaterial, ktonte aber 
aenmteeln reladv zu diesen durehtichtigen und im- » aueb eine MetaHschieht sein. Die Platte 1 wird durch den 
duretafchtlgen BereJchen fQr eine Anwendung beta Be- Film oder eine Maske 5 unter Verwendung parallelge- 

? te »^^ ne f »^W« d «nStranlung)eineriIexogra- ricfateten UV-Ucntes 7 belichtet Bd euugen Anwen- 
phischen DtuckpUtte mil Photopolymer geschaffen. dungen wird niehtparaUelgeriehtetes Ucht verwendct, 
Die Lichtmodifinermmel mod^meren die liehtbahn jedocb iit fflr eine hoehqualludve Halbtonarbeit panJ. 
bzw. die Uchtmen^e zum Photopolymer auf der fbxog- 65 lelgerichtetes LiditerforderUch.Fflr bene Leisrune bin- 
raphischeo Platte, urn VemrrungsefTelete zu kompen- Rfihtlich venehiedener Bereicbe in dem BUd (x. R Her- 
sleren. Die Verzemings- bzw. Verfomungseffekte kto- vorbebungen bzw. helle Bereiehe und Sehatten) sind 

5" e lf e U«ner Stnikturdemente bd Trennungs- verschiedene Beficntungsmengen erforderlicb. Traditio- 
oder AnnlJierungserTektetisdn. nell wurde dieses durch Verdunkdn bzw. Abdecken der 

ueraroge Veraerrungen aufgnmd von eng benacb- » Berekhe, fCr die weni^er Licht erforderiich ist, fur einen 
barten Struktarelementen koonen nunmehr durch das Tea der Belichtuagszdt unter Verwendung ekes un- 
Erzeugen einer Belichtunganodiflzierung in der Maske, durchsichngen Oesenstands (Bezugazeichen 6 in Flo. 1) 
lBsbesondereinForinemerverfornitenRandzon kor- durchgefohrt. Fflr di Anordnung und die Bestimmung 
ngiert werdea der Aufiagedauer des undurchsiehtigen Gegenstands 6 

Verzerrungen aufgrund von isoHert Begenden Struk- 65 ist jedoch eine betrSchtlicbe Erfahnmg erforderlicb. 
turelementeo konnen durch das Erzeugen einer Belieb- Bd elnem bevorzugten Ausfahrungsbeispiel ist ein 
tungsmodiRzierung in Form eines Rings urn das Struk- Ucfatmodinzierer i, dcr in diesem Fall eb Lichtdflmp- 
turelement herum insofem korrigiert werdea als daB fungselement oder ein Licht teihveise absorbierend« 
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ses ModiHriemniselementt 9 Srf ^b2-««3m a t 2£?* ^Sr*?! Lasermark (von Graphic Tech- 
wcim der Film bzl. die Schicht We 2S ™fe?? U £ ""f* ^^"i nicfat so 

»t ffireinenhochbeKchtetenBereicaauf dergcdracSen Valium? 3 ^ ^* VOn Unte ' d ™* bzw. 
Seta um ein soliertes Stnikturmeikmal M« „ ™' ^f 1 ^ T 6 ^ 60 " 561 emem AusfQa- 

hodfcelicnteter Bereich «S d£J B «53> dS KS "T^f ' SchichtS ein integral* bzw. ein- 

Licht erforderlich ak T^b^em ^dcn^ T B«!X ^^j^ Phowpclymerschicht geschich 
hochbelichteten Ber cich ^ ein^Sr ve S^ ZmS^k^ Y?^*** 5 Man * 
RegeJ, belspielsW da* HeSbseueo d£ deMtste 5 Scl^KSI Bl ? 1,611,6,1 F5jien iden " 

hochbeUchtet«Ber=cheiveSKr^vjJL" ' ££££ ^i^^*** der Maske 

rmg. FOr eine genauerTBerechnrcg ?deV U«?nd W^J^ES 0 2»«PP«*««* I in Berelcben 

detwerderLZcmleispielkaMeS^eriei^ , 0 bI^^HL ^ P^'^erisierte 
bares Programm. das als PROIJIH 3D SkS* 20 g™^ '^f Ober die ganze Strecke die etastomere 

und indie Scfafcht eKu, *ta*um^D^2 eke^^SV^ «*■«. wird 

SeUchtuag keine writere Arbeit od* &S3£ * wS££2Crffr£SH uT' ^ ,tenb *«<*e 
mefar erforderlich. Damit wird das Vuh^T^wS Sf? ?" *° durch Dn,dcaebe -platten mit einer 

SSSnSS^SSS^^^"?^^**" 55 te ™^8»b«en.diea«0Me n SSreu- 
221 bS?^?* 8 ^ ea »"P««MtoM«ciauiif um rag und Iichtabldang verursacht vird. In 3b er- 

von Itnation die cptfache Dichte der Schicht in einem M wJffiTbKLMZS 
tnergie, die fur d esen vergegebenen Bereich bereitge- te 10, It auf der Platte 1 verformt T 7!" 

o^SaSST tad ? B r i 5t vo . n0b «J^ BdspSeiwflrdendielSndefSe^ 
tine optisctoe Dichte von 0 eattpncht einer Lmhtdimp- erscheinea 

£L ff . V °^ % '- * M « Bd d , le «P**« «a«nwit « Bei einem anderen AusfOhrungiibeispieL das in m* 4 
JS5£t2LJ5*2S~ f M^P^enjo ru, darg«teiit ist. werden s*br fahf JB^BdtaSSS^ 
b)« <ue opusche Dichte tkh emem Wert von 3 aaoShert, bzw. Berelchsanpassungen Jeoseits der Auflftsmi^ d« 
wasemerluchtdampfungvcnW^enuprich.Dierein ?bou> P o)yr^Zz^J^^ < Zd^Sxt e 
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» dlinpf en bzw. zu modi&aeren, wenn cine konrinuier- 
Lche Grauskala nicht gewCnscht oder nicht mOglicb ist 
Zum Beispiel bewirkt cine Pseudo-ZufaUsstreuung ein- 
zetaer Pixelpunkte 14 auf den Masken, die eben isolier- 
ten freien Bereich 12 umgeben, einc Gesamtlichtdarap- 
fung, ohne die einzehen Punkte 14 jedoch wiederzuge* 
ben. Dieses Vexf ahren ist zwar weniger wfinschenswert, 
da die Punkte sehr 'kleln sein mOoen, typischerweise 
unier 10 Mikrometer liegen mflssen, und nur sehr hoch- 
aufldsend abbildende Ebrichtungen verwendet werden 
kdnnen. Dieses Verfahren wird jedoch verwendct, wenn 
die Schicht 5 fur eine Grauskala nicht geeignet ist, z. B. 
thermische Schichten, vie Lasermark oder Polaroid's 
Helios (von Polaroid Graphic Imaging, Waitham). Die* 
ser Lichtmodifi2ierer 9 in Form der POnktchen 14 um 
den Punkt 12 herum wird in der Schicht 5 darch das 
Andern der opdschen Dichte der Maske 5 enrweder 
direkt auf der flexograpbischen PJatte oder getrennt 
durca EinsteHen der Laserencrgie wahrend der Belich- 
tung bei versehiederten Zafallsstellen b der Form von » 
Pixelpunkten 14 oder einem ihnlichen Strukturelement 
auf der Maskenschicht5 erzeugt 

Die Bilderzeugung bei einer PhotopolymeT'Flexogra- 
phie-Platte auf einer konvendoneUen Lithographie- 
Druckpresse mit einem extemen Trommelrekorder 
weisc als ersten Schritt das HersteUen der Maske 5 auf. 
Die Korrekturen fOr die verschiedenen Verzerrungen 
bzw. StSmngen, die b dem Bild erwanet warden, wer- 
den entweder per Hand oder mit iithographischer Simu- 
lationssoftware modeUiert Das BDd mit den Korrektu- 
ren for die Verzerrungen wird in digitalc Information 
flbertragen, und die digitaJe Infonnation wird bei einem 
konventionellen Planensctter verwendet, um die Be- 
jichti^jnfue^^ 



25 



U- 30 



positionieren und zu regulieren. Die Schicht kann ent 
weder getrennt ausgebildet werden oder auf die Ober- 
seite der Photopolymeraehicht 1 mitral* eines extemen, 
sich drchenden AbbUdungszyltodcrs einer Vordruckma- 
schbe unter Verwendung einer Spriiheinrichtung oder 
einer Pbsinaabscheidung aufgeschichtet werden. Der 
LaserabbQdungskopf wdst eine Bank aus Abtast*Infra- 
rot-Lasem auf, dfe die Maske entsprechend den model- 
lierten Bilddaten durch das ZitfQhren bestimmter Wlr- 
meenergieroengen an bestinuaten Stellen abbildert 
Nachdain das Abbilden der Maske abgescblossen ist 
— beneht- der nichste Schritt im Entfemcn der Maske 
oder der Maske und des Photopolymers von dem Zytin- 
der und im Belichten der Photopolymerschicht mit pa- 
rallelgerichtetfir oder nicht-paralklgericbteter UV- 
Stnhlung durch die Maske 5. Nach diesem Schritt wird 
die flexographische Platte z. B. in einer lithographischen 
Druckpresse verwendet. 

Beispiel 1 

Eine Photopolymer-Flexographie-Platte des Cyrel- 
PLS-Typs, beziebbar von DuPont dc Nemours and 
Company (Wilmington) wurde mit einer UV-Strahlung 
uber acht Minuten unter einer SkW-Quecksilber-Kurz- 
bogenlampe unter Verwendung eines paraBelriehten- 
den Par&bolreflektors beliehtet Die Cyrel-PUtte wurde 
mit ein r Direa-Dsgital'Thennal-Pum-Schkht von Ko- 
dak (der Typ, der infonnadonshalbcr als "Volcano FUm" 
bekannt ist) abgedeckt Die Schicht wurde vorherge- 
hend auf einem "Trendsetter 3244T(von Creo Products 
Inc. Buraaby, B£, Kanada) mil 3200 dpi und 830 nm 
befichtet In dem Trendsetter wurden alle freien Flflchen 
auf dem Maskenfilm mit 500 mj/cm* beliehtet Um die 
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laoherten, feinen Struktunnerkmale (z. B. Bezugzeichcn 
12 in Fig. 4) in dem geschwfccten Bcreich (d It um die 
schmalen dunklcn Bcrciche auf der Schicht, die die 
nicfatdruckenden Bereiche auf der Platte ausbUden) 
wurde ein Ring mit einer reduzierten optlschen Dicbte 
belassen, und zwar durch das Belassen eines Rings mit 
einer Breite von etwa 1 mm und einer UV-Dichte vod 
etwa Q£ die zum Rand des Rings hin auf 0,1 abnimmt 
Dies wurde durob das Belichten der Schicht mit 400 
mjtem 2 bis zum Rand des Ring* auf 500 mj/cm 2 armei- 
gend erzidt (auf dieser Schicht gilt, je hSher die Belief 
tuiy.desto geringer die Dicfate). Biider, die Text, Unien 
und Raster bis zu 150 dpi enthaitca wurden unter Ver- 
wendung dieses Verf ahrens exzeugL Die Platte 1 wurde 
in einer konventionellen An und Weise entwickelt Die 
Aufltaing fibersctaitt somh das, was ohne den Lichtrao- 
difizierer 9 brw. 14 endelt wurde. 

Beispiel 2 

Es wurde dem gteicben Verfahrcn und Vorgchen wie 
beim Beispiel 1 gefolgt, und zusitzlich wurde die Unien- 
breate f Or eine Anniherung an andere Linien durch Ver- 
engen der Iinie um einen Bildpunkt in alien Fallen kor- 
rigiert, wo der Abstand zwischen den Linien unter 1 mm 
lag- Die Verbreitening von Linien an Stellen. wo sic 
nahe zu anderen belichtetcn Struktureiementen 10» 11 
verliefen, wurde somit in hohem MaBe verringert 

PatentansprOche 

1. Maske mit lichtdurchlassigen und undurchla&si- 
gen Bereichen fur eine Anwendung beim Belichten 
— tines Bildbereiches auf~eber flcxo«raphischen 
Druckplatte mit abbildendem Licht, wobei die Plat- 
te zum Ausbilden belichteter Bereiche ein auf ab- 
bildendes Licht ansprechendes Photopolymer auf* 
weist, dadnrch gektmufdehnet, daB die Maske (5) 
einen Lichtmodiiizierer (9) aufweist, der relativ zu 
durchlfissigen und undurchl&ssigen Bereichen zur 
Belichtungsmodifizierucg und Kompensierung von 
Veizerrungseffekten angeordnet ist 
Z Maske nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB der Lichtmodifizicrer (9) auf der Maske (S) 
im Berefch kieber. voneinandex getrenater Struk- 
tunnerkmale (10, 11, 12) angeordnet ist 

3L Maske nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichuet, daB der Lichtmodifizicrer (9) ein verform- 
tes Randteil ist das zwischen freien und undurcb- 
Uas^gen Bereichen zum Kompensieren einer Ver- 
zemmg aufgnmd von Annaherungseffekten und/ 
oder im Bereich von Ecken zum Erzeugen ebea 
unverformten Bfldes nach dem Belichten mh abbil- 
dendem licht powtionierbar ist 

4. Maske nach emem der Ansprache 1 bis 3, da- 
durch gekennztichnet, daB der Licbtmodzfizierer 
(9) eb angepaSter Bereich zum Dlmpfen von ab- 
bildendem Licht ist und Anpassungeo aufweist, die 
ausreichend klein sind, um jenseics der AuilOsung 
des Photopolymers auf der Platte (1) zu liegen. 

5. Maske nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich- 
net, d*B der angepaBt Bereich ebe Verteilung ein- 
zclner Pizeipunkte (14) isl 

6l Maske nach einem der Ansprucbe 1 bis $, da- 
durch gekennzdehnet daB die Maske (S) auf der 
Platte (1) einstOcidg ausgebildet ist 
7. Maske nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich- 
net, dafi die Maske (5) warxneakuvierbar ist 
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8. Maske nach Anspruch 7, dadurch gekcniueich- 
net, daB die Wtene durch Infrarot-Laserenergie 
bereitgesteiltist 

9. Maskc nach einem der Ansprtche 1 bis 5, da- 
durch gekcnDzctchnet > daBdieMaskc(5)einst0ckig 5 
an einer Schicbt getrennt von dcr Platte (I) ausge- 
bildetist 

Id Maske nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich- 
net daB die Schicht warmeiktivjerbar ist 

1 1. Maskc nach Anspnich 10, dadurch gekennzeich- 10 
net, daB die WSrme durch Infrarot-Laserenergie 
bercitgcstdltist 

12. Maske nach einem der Ansprilche 1 bis 1U da- 
durch gekennzeichnet daB das abbildeade Licit im 
Ultraviolettbcrwchliegi. l$ 

13. Maskc nach efacm der Ansprilche 1 bis 12, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Uchtmodifizicrer 
(S) tin OchtdMpfendes Mittel Ist das hinsichtlich 
der Undurehlassigkeit zwischen den durohlSssjgen 
und undurchlassjgen Bereichen liegt und in eusge- a 
w&hlten Bereichen der Maske (5) zum Kompensie- 
ren von Verzerrungseffekten and zum Erzeugen 
eines nicht verformten Bildcs nach dem Belichten 
mit ahbildendem Licht poaitianiert ist 

14. Maske nach Anspmdi 13. dadurch gekemseich- 25 
net, daB der Uchtmodifianerer (9) elne Verzerniags- 
wirkung aufgrund dcr N&he von cinczn ereten 
Strukiurelement (10) nahe einem zwelten Struktur- 
element (It) kompensicrt 

15. Maske each Anspruch 14, dadurch gekennzeich- 30 
net daB der Ltchtmodifizierer (9) ein verformtes 
Randteil ist, das iwischen durchlSssigen und un* 
durchl&ssigen Bereichen zum Kompensicren einer 
Veraem3ng~aufgruTrd~VOT~>^flherungseffekra 
und Ecken positionierbar ist so daB ein nicht ver- 35 
formtes Bild nach dem Aussetzen unter abbiiden- 
dem Licht erzeugt wird 

16. Maskc nach Anspruch 13 ( dadurch gekennzeich- 
net daB die Maske (5) integral an der Platte (1) 
ausgebildet ist ^ 

17. Maske nach Anspruch 16, dadurch gekennzeich- 
net daB die Maske (5) wfinneaktivierbar ist 

18- Maske nach Anspruch 17, dadurch gekennzeich- 
net dafi die Wftnne durch Infrarot-Laserenergie 
Jjereitgestelltist _ 4J 
19. Maske nach Ansprach 17 oder 18, dadurch ge* 
kennzeichnet daB die D&mpfung des abbUdenden 
Lichtes abhfingig von der bcrcitgefitelhen Wlnne 
variahel ixt 

2a Maske nach Anspruch 13, dadurch gekennzeich- 50 

net daB die Maske (5) integral an einer von der 

Platte (l) getrenntes Schicbt ausgebildet ist 

21. Maske nach Anspruch 2a dadurch gekennzeich- 

cet daB die Schicht wSnneaktivierbar ist. 

22 Maske nach Anspnich 21, dadurch gekennzeich- 55 

net, daB die Wfrme durch Infrarot-Laseren ergie 

bereitgesteiltist 

23. Maske nach Anspruch 21 oder 22, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Dimpfung des abbfldenden 
Lichtes abhingig von der bereitgesteilten Winne w 
variabel ist, 

24. Maske nach Anspruch 11 dadurch gekennzeich- 
net daB die Maske (5) eine Verzemmgswirfcung 
aufgrund von Ideinen isolierten Strukturelementen 
(12) kompensierL ^ 

25. Maske nach Anspruch 24, dadurch gekennzeich- 
net daB der Uchcmodifizierer (9) ein Ring um das 
tsolierte Strukturelement (12) ist, wobei der Ring 
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eine Ultraviolettdicbte von etwa 0,2 neben dem 
Strukturelement (12) aufweist die zum Rand des 
Rings auf 0,1 abninunt 

26. Maske nach Anspruch 25, dadurch gekennzeich- 
net, dafi die Breite do Rings etwa 1 nun betrSgt 

27. Maske nach einem der vorhergehenden An- 
sprQcht dadurch gekennzeichnet daB die Schicht 
eine SOberhafidschicht ist 

28. Verfahren zum Ausbilden einer Maske fflr eine 
photoempfindliche Qexographische Platte mit ei- 
nem Photopoiymer zum Korrigicren von Verzer- 
rungeaaufwelsend: 

(a) Bfistimmen von Strukturelementen (10. 11, 

die eine Korrektur fflr eine Verzeming 
oder Isolienmg erforderlich machen; 

(b) Ausbilden von Uchiroodffizicreni (9) an der 
Maske (5), die fur die Korrektur erforderlich 
slndrund 

(c) Bclichten der Maske (5) mit einer Masken- 
abbildnngtstrahlung (7). 

29. Verfahren nach Anspruch 28, dadurch gekenn- 
zeichnei, daB ab Lichtmodiflzierer (9) modifiziene 
Randtcile, die zwischen durchlissigen und undurch- 
ttssigen Bereichen der Maske (5) angeordnct sind, 
zum Kompensicren einer Veizemmg aufgrund von 
Annaherungseffekten und Ecken vorgesehen sind 

30. Verfahren nach Anspruch 28 oder 29, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Lichtmodiruierer (9) va- 
riable Dtopfungsmittel autweisen, die um isolierte 
Strulcturclemente (12) herum angeordnet sind und 
zum Komgieren einer Verzeming dies en. 

31- Verfahren nach einem der AnsprOche 28 bis 30, 

dadurch gekennzeichnet daB als Lichtmodiflzierer 

(9) erne VeneDung von Pixelpunkien <14) um iso- 
herte Struktureiemente (12) herum vorgesehen 
wird, for die eine Korrektur hinsichtilch einer Ver- 
zeming erforderlich ist wobei die Pixelpunktc (14) 
ausreichend klein sind, um auf dcr photoempfindli- 
chen flexographischen Platte (1) jenseits der Aufl6- 
sung des Photopotymers zu liegert 
32 Verfahren nach emem der AnsprOche 28 bis 31, 
wobei die Maake (5) integral mit der flexographi- 
schen Platte (1} ausgebildet wird 
31 Verfahren nach einem der AnsprOche 28 bis 31, 

dadurch gekennzeichnet daB die Maske (5) auf eit 

ner Schicht getrennt von der Platte (1) ausgebildet 
wird 



Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen 



f. 



~ Lesrseite - 



2EICHNUNGEN SEITE t 



Nummcr: DE 197 23 $18 A1 

IntCIA Q&f !/u 

Offenlegungstag: 11. Oszember 1897 





ZEICHNUNGEN SEHE 1 



Nummer: 
Int. CI.6; 

Offenlegungsiag : 



DET97Z36T8 At 

O03F t/14 

11. December 1997 





Fig. 4 



tnn ncn/eon 



